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１．概要（Summary） 

従来の Si を使ったパワーデバイスは、物性で決まる理

論的な性能限界に近づいており、飛躍的な性能向上を期

待し難くなっている。 一方、SiCや GaNは、バンドギャッ

プが Siの約 3倍、破壊電界強度が 10倍以上という優れ

た特性を持っており、さらに高温動作、高い熱伝導度、大

きな飽和電子ドリフト速度などの特長もある。これらの特長

を利用したパワーデバイスは、オン抵抗の低減や、電力

損失の削減といった性能面が大幅に向上できる。加えて

より高耐圧なデバイスを実現するには、トレンチゲート縦

型デバイスが有利であると考えられる。このデバイス構造

においては、表面にミクロン～サブミクロンオーダーの極

細細線幅を持つトレンチを形成する必要がある。 

本研究では、6inch SiC のトレンチゲート縦型デバイス

において必要なトレンチ形成ドライエッチングプロセス開

発のためのサンプル作製を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置 

  

【実験方法】 

試料は、SiC基板上にSiO2膜を堆積させたものを用い

た。この試料にフォトレジスト塗布等の工程を行った後、 

i 線露光装置を用いて処理を行い、現像処理を行って 

フォトレジストの開口を行った。この時露光時間を

210,215,220,225,230,235,240,245,250 msecで振った。

仕上がりを SEMで評価し最適な露光時間を決定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に露光時間を振って試料上に形成したフォトレ

ジストの SEM観察結果を示す。1 μm開口のフォトレジス

トパターンがいずれも大きな問題なく開口できていることが

確認できた。前後のマージンを考えて 225 msec での処

理が最適と判断した。 

 

 

Fig. 1 SEM images of photoresist on SiO2/SiC. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


